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Deposizione controllata



AlAs AlAs

Heterointerfaces



Quantum wells: d<λDeBroglie



Stati Quantici
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Pozzo con barriere finite
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Sottobande 
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Density of states
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Confronto DOS Bulk vs QW

Stessa DOS sul bordo delle sottobande



very wide

well

QW largo+allargamento=bulk



QW largo+allargamento=bulk

DeBroglie

DeBroglie

DeBroglie
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Confronto DOS Bulk vs QW

QW con barriere finite



k// si deve conservare

∆n=0



Assorbimento, Emissione:   joint DOS 
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Assorbimento, creazione di elettrone e lacuna
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Nel piano elettrone e 

lacuna sono liberi di 

muoversi
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Eccitone
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Nel piano l’eccitone

è libero di muoversi

Elettrone e lacuna si attraggono e possono formare un eccitone



Atomo di idrogeno
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+e

Eccitone

+e

-e

-e

Nel piano l’eccitone

è libero di muoversi

Elettrone e lacuna si attraggono e possono formare un eccitone





Tunabilità dovuta al confinamento



Picco di assorbimento 

ben separato dal 

continuo e-h

Sommario eccitone
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Spin intero

1. Stato isolato nel gap

2. Transizione tunabile

3. Statistica bosonica


